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近年、取り扱うミッションの高度化に伴い、衛星等の宇宙機では画像処理、高精度位置決定等

の目的で、大容量のデータを高速に処理する電子機器が必要とされており、使用される半導体素

子に対しても、一般民生用部品で適用されている最先端技術に匹敵する微細化が必要とされ始め

ている。宇宙空間で使用する部品は地上で使用する部品とは大きく使用環境が異なり、特に大き

く異なるのが放射線環境である。宇宙空間で使用する部品はその役割を果たすため、宇宙特有の

厳しい放射線環境に対して高い耐性を有していることが求められる。また、特に微細プロセスに

おいては単発の放射線入射による複数トランジスタでの電荷収集（チャージシェアリング：Fig. 1）

の影響などにより、放射線による影響が非常に顕著になり、これまで有効とされてきた耐放射線

回路が必ずしも有効で無くなることはこれまで数多くの研究結果から明らかになっている[1][2]。

将来、宇宙用の半導体部品において微細化を進めるに当たっては、上記の問題を解決する微細プ

ロセス特有の回路対策が必須となる。 

微細プロセスにおける耐放射線性強化のための回路対策構築にはチャージシェアリングの影響

を回避するため、その影響の範囲がどこまでかを正確に見積もり、適切な距離にトランジスタを

配置する回路レイアウト設計が非常に重要である。そこで、本研究では微細プロセスにおける放

射線体制強化技術の検討のため必須となるチャージシェアリングによる電荷収集の影響範囲をデ

バイスシミュレータを用いて予測する手法について検討した。 
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 Fig.1 The image of charge sharing phenomenon 
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